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킥백전압(ㅿVp)을 감소시켜 화질을 향상시킬 수 있는 액정패널이 개시된다.

본 발명에 따른 액정패널은 복수의 화소영역을 정의하는 복수의 게이트라인과 복수의 데이터라인과, 상기 복수의 게이트

라인과 평행하게 배열된 복수의 공통전압라인과, 상기 복수의 데이터라인과 평행하게 배열되며 상기 복수의 데이터라인의

좌측면에 형성되어 상기 복수의 게이트라인과 함께 복수의 더미 화소영역을 정의하는 더미 공통전압라인과, 상기 복수의

화소영역상에 형성된 제 1 박막트랜지스터 및 상기 복수의 더미 화소영역 상에 형성된 제 2 박막트랜지스터를 포함한다.

대표도

도 6

특허청구의 범위

청구항 1.

복수의 화소영역을 정의하는 복수의 게이트라인과 복수의 데이터라인;

상기 복수의 게이트라인과 평행하게 배열된 복수의 공통전압라인;

상기 복수의 데이터라인과 평행하게 배열되며 상기 복수의 데이터라인의 좌측면에 형성되어 상기 복수의 게이트라인과 함

께 복수의 더미 화소영역을 정의하는 더미 공통전압라인;
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상기 복수의 화소영역상에 형성된 제 1 박막트랜지스터; 및

상기 복수의 더미 화소영역 상에 형성된 제 2 박막트랜지스터를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정패널.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 더미 화소영역은 상기 복수의 화소영역의 좌측면에 형성되는 것을 특징으로 하는 액정패널.

청구항 3.

제 1항에 있어서,

상기 더미 공통전압라인은 상기 복수의 데이터라인과 동일 공정을 통해 형성되는 것을 특징으로 하는 액정패널.

청구항 4.

제 1항에 있어서,

상기 복수의 공통전압라인은 상기 복수의 게이트라인과 동일 공정을 통해 형성되는 것을 특징으로 하는 액정패널.

청구항 5.

제 1항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터는 각각 화소전극과 전기적으로 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 액정패널.

청구항 6.

제 5항에 있어서,

상기 제 2 박막트랜지스터와 연결된 화소전극은 상기 화소영역상의 복수의 공통전압라인과 전기적으로 연결되는 것을 특

징으로 하는 액정패널.

청구항 7.

제 1항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터는 상기 복수의 게이트라인과 연결되어 상기 복수의 게이트라인으로 공급되는 게이트

하이 전압에 의해 동시에 턴-온되고, 상기 복수의 게이트라인으로 게이트 로우 전압이 공급되면 턴-오프되는 것을 특징으

로 하는 액정패널.

청구항 8.
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제 1항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터는 서로 동일한 것을 특징으로 하는 액정패널.

청구항 9.

제 7항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터로 상기 게이트 하이 전압이 공급되면 상기 더미 공통전압라인과 상기 복수의 공통전압

라인에는 서로 동일한 전압이 공급되는 것을 특징으로 하는 액정패널.

청구항 10.

제 7항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터로 상기 게이트 로우 전압이 공급되면 상기 더미 공통전압라인과 상기 복수의 공통전압

라인에는 서로 상이한 전압이 공급되는 것을 특징으로 하는 액정패널.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로 특히, 킥백전압(ㅿVp)을 감소시켜 화질을 향상시킬 수 있는 액정패널에 관한 것이

다.

정보화 사회가 발전함에 따라 표시장치에 대한 요구도 다양한 형태로 점증하고 있다. 이에 부응하여 근래에는 LCD(Liquid

Crystal Display device), PDP(Plasma Display Panel), ELD(Electro Luminescent Display) 등 여러가지 평판표시장치

가 연구되어 왔고 일부는 이미 여러장비에서 표시장치로 활용되고 있다.

그 중에, 현재 화질이 우수하고 경량, 박형, 저소비 전력 등의 장점으로 인하여 이동형 화상 표시장치의 용도로 브라운관

(CRT)을 대체하면서 LCD(이하, '액정표시장치'라 함)가 가장 널리 사용되고 있으며, 액정표시장치는 노트북 컴퓨터의 모

니터와 같은 이동형의 용도 이외에도 텔레비전 모니터 등으로 다양하게 개발되고 있다.

액정표시장치는 액정의 광학적 이방성과 분극성질을 이용하여 화상을 표시한다. 상기 액정은 구조가 가늘고 길기 때문에

분자의 배열에 방향성을 가지고 있으며, 인위적으로 액정에 전기장을 인가하여 분자배열의 방향을 제어할 수 있다.

따라서, 상기 액정의 분자배열 방향을 임의로 조절하면, 액정의 분자 배열이 변하게 되고, 광학적 이방성에 의해 상기 액정

의 분자배열 방향으로 빛의 편광상태를 변화시켜 화상정보를 표현할 수 있다.

도 1은 종래의 액정표시장치를 나타낸 도면이다.

도 1에 도시된 바와 같이, 종래의 액정표시장치는 액정셀들이 매트릭스 형태로 배열되어진 액정패널(2)과, 상기 액정패널

(2)의 복수개의 게이트라인(GL0 ~ GLn)을 구동하기 위한 게이트 드라이버(4)와, 상기 액정패널(2)의 데이터라인(DL1 ~

DLm)을 구동하기 위한 데이터 드라이버(6)와, 상기 게이트 드라이버(4)와 데이터 드라이버(6)를 제어하기 위한 타이밍 컨

트롤러(8)를 구비한다.
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상기 액정패널(2)에는 복수의 게이트라인(GL0 ~ GLn)과 데이터라인(DL1 ~ DLm)이 배열되고 그 교차부에는 박막트랜

지스터(TFT)와 상기 박막트랜지스터(TFT)와 연결된 화소전극(미도시)이 형성된다. 상기 화소전극은 상기 복수의 게이트

라인(GL1 ~ GLn)과 평행하게 배열된 공통전압라인(VL1, VL2,,)과 오버랩되어 스토리지 캐패시터(Cst)를 형성한다.

상기 게이트 드라이버(4)는 상기 타이밍 컨트롤러(8)로부터 생성된 게이트 제어신호에 따라 상기 복수의 게이트라인(GL1

~ GLn)으로 스캔신호를 공급한다. 상기 데이터 드라이버(6)는 상기 타이밍 컨트롤러(8)로부터 생성된 데이터 제어신호에

따라 상기 복수의 데이터라인(DL1 ~ DLm)으로 데이터 전압을 공급한다.

상기 타이밍 컨트롤러(8)는 도시되지 않은 시스템으로부터 공급된 수직/수평동기신호(Vsync/Hsync)와 데이터 이네이블

(DE) 신호 및 소정의 클럭신호를 이용해서 상기 게이트 드라이버(4) 및 데이터 드라이버(6)를 제어하는 소정의 제어신호

를 생성한다.

이와 같은 방식으로 구동되는 액정표시장치에 있어서, 상기 복수의 게이트라인(GL0 ~ GLn)에는 게이트 하이 전압(VGH)

과 게이트 로우 전압(VGL)이 공급된다. 여기서, 상기 게이트라인(GL0~ GLn)에 해당하는 수평기간동안(1H) 게이트 하이

전압(VGH)을 공급하고, 나머지 기간에는 게이트 로우 전압(VGL)을 인가한다.

이때, 상기 게이트 하이 전압(VGH)은 상기 박막트랜지스터(TFT)를 턴-온(turn-on) 시키며 상기 박막트랜지스터(TFT)

가 턴-온(turn-on) 되는 기간동안 상기 데이터 드라이버(6)로부터 공급된 데이터 전압이 상기 화소전극에 충전된다.

상기 게이트라인(GL0 ~ GLn)에 공급된 게이트 하이 전압(VGH)이 게이트 로우 전압(VGL)으로 바뀌면서 상기 박막트랜

지스터(TFT)는 턴-오프(turn-off) 상태로 바뀌게 되고 그순간 상기 화소전극에 충전된 데이터 전압(Vd)은 도 2에 도시된

바와 같이, 상기 박막트랜지스터(TFT)의 기생 용량(Cgs)에 의해 킥백전압(ㅿVp) 만큼 전압강하가 발생한다.

상기 킥백전압(ㅿVp)은 하기 수학식 1으로 표현된다.

여기서, 는 킥백전압(ㅿVp)이고 는 박막트랜지스터(TFT)의 게이트 전극(G)과 소스전극(C) 사이의 캐패

시터이다. 또한, 는 스토리지 캐패시터이고, 는 액정셀의 캐패시터이며, 는 게이트 하이 전압이고,

은 게이트 로우 전압을 나타낸다.

상기 킥백전압(ㅿVp)으로 인해 상기 액정패널(2) 상에 표시되는 화상에는 플리커 및 잔상이 발생되어 화질이 저하되는 문

제점을 초래하게 된다. 따라서, 상기 킥백전압(ㅿVp)이 감소되는 구조를 갖는 액정패널에 대한 연구가 행해지고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 킥백전압(ㅿVp)을 감소시켜 화질을 향상시킬 수 있는 구조를 갖는 액정패널을 제공함에 그 목적이 있다.

발명의 구성

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정패널은 복수의 화소영역을 정의하는 복수의 게이트라인과 복수의 데이터

라인과, 상기 복수의 게이트라인과 평행하게 배열된 복수의 공통전압라인과, 상기 복수의 데이터라인과 평행하게 배열되

며 상기 복수의 데이터라인의 좌측면에 형성되어 상기 복수의 게이트라인과 함께 복수의 더미 화소영역을 정의하는 더미

공통전압라인과, 상기 복수의 화소영역상에 형성된 제 1 박막트랜지스터 및 상기 복수의 더미 화소영역 상에 형성된 제 2

박막트랜지스터를 포함한다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 실시예를 설명한다.
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도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정패널을 구비한 액정표시장치를 나타낸 도면이다.

도 3에 도시된 바와같이, 본 발명에 따른 액정표시장치는 복수의 화소영역을 정의하는 복수의 게이트라인(GL0 ~ GLn)과

복수의 데이터라인(DL1 ~ DLm)이 배열되어 소정의 화상을 표시하는 액정패널(102)과, 상기 복수의 게이트라인(GL0 ~

GLn)을 구동하는 게이트 드라이버(104)와, 상기 복수의 데이터라인(DL1 ~ DLm)을 구동하는 데이터 드라이버(106)와,

상기 게이트 드라이버(104) 및 데이터 드라이버(106)를 제어하는 타이밍 컨트롤러(108)를 포함한다.

상기 액정표시장치에 관한 자세한 설명 중 위에서 언급한 바와 동일한 설명은 생략하기로 한다.

상기 액정패널(102)에는 복수의 게이트라인(GL0 ~ GLn)과 데이터라인(DL1 ~ DLm)이 배열되어 화소영역을 정의하고,

상기 게이트라인(GL0 ~ GLn)과 평행하게 공통전압라인(VL1, VL2,,)이 배열되어 있다. 상기 복수의 게이트라인(GL0 ~

GLn)과 데이터라인(DL1 ~ DLm)이 배열된 그 교차부에는 스위칭 소자인 제 1 및 제 2 박막트랜지스터(TFT-1, TFT-2)

와 상기 제 1 박막트랜지스터(TFT-1)와 연결된 화소전극(미도시)이 형성되어 있다.

상기 화소전극은 상기 복수의 공통전압라인(VL1, VL2,,)과 오버랩되어 스토리지 캐패시터(Cst)를 형성한다.

상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터(TFT-1, TFT-2)는 상기 복수의 게이트라인(GL1 ~ GLn)과 연결되어 있고 상기 복수

의 게이트라인(GL1 ~ GLn)으로 공급되는 스캔신호 즉, 게이트 하이 전압(VGH)에 의해 턴-온(turn-on)되고, 게이트 로

우 전압(VGL)에 의해 턴-오프(turn-off)된다.

상기 제 1 박막트랜지스터(TFT-1)는 상기 화소전극과 연결되어 있는데 상기 화소전극은 상기 공통전압라인(VL1,

VL2,,)과 오버랩되어 스토리지 캐패시터(Cst)를 형성한다.

또한, 상기 액정패널(102)은 제 1 및 제 2 기판과 상기 제 1 및 제 2 기판 사이에 주입된 액정으로 이루어져 있다.

도 4는 도 3의 액정패널을 상세히 나타낸 도면이다.

도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 액정패널(102) 상에는 복수의 화소영역을 정의하는 제 1 내지 제 4 게이트라인

(GL1 ~ GL4)과 제 1 내지 제 4 데이터라인(DL1 ~ DL4)이 배열되어 있고 상기 제 1 내지 제 4 게이트라인(GL1 ~ GL4)

과 평행하게 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)이 배열되어 있다.

상기 화소영역에는 제 1 및 제 2 박막트랜지스터(TFT-1, TFT-2)가 형성되어 있고 상기 제 1 박막트랜지스터(TFT-1)

는 도시되지 않은 화소전극과 연결되어 있다. 상기 화소전극은 상기 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)과 오버랩

되어 스토리지 캐패시터(Cst)를 형성한다.

상기 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)에는 상기 액정에 기준전압이 되는 공통전압(Vcom)이 공급된다.

상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터(TFT-1, TFT-2)는 상기 제 2 내지 제 4 게이트라인(GL2 ~ GL4)과 전기적으로 연결

되어 있고 상기 제 2 내지 제 4 게이트라인(GL2 ~ GL4)으로 게이트 하이 전압(VGH)이 공급되면 상기 제 1 및 제 2 박막

트랜지스터(TFT-1, TFT-2)는 턴-온(turn-on)된다.

상기 제 1 박막트랜지스터(TFT-1)가 턴-온(turn-on) 되면, 상기 제 1 내지 제 4 데이터라인(DL1 ~ DL4)을 통해 데이터

신호가 상기 제 1 박막트랜지스터(TFT-1)의 소스 및 드레인 단자를 통해 상기 화소전극으로 공급된다.

또한, 상기 제 2 박막트랜지스터(TFT-2)가 동시에 턴-온(turn-on) 되면, 상기 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~

VL3)을 통해 상기 제 2 박막트랜지스터(TFT-2)의 소스 및 드레인 단자로 공통전압(Vcom)이 공급된다.

이어 상기 제 1 내지 제 4 게이트라인(GL1 ~ GL4)으로 게이트 로우 전압(VGL)이 공급되는데, 상기 제 1 내지 제 4 게이

트라인(GL1 ~ GL4)으로 공급된 게이트 로우 전압(VGL)은 상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터(TFT-1, TFT-2)로 공급

된다.
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상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터(TFT-1, TFT-2)의 게이트 단자로 상기 게이트 로우 전압(VGL)이 공급되면 상기 제 1

및 제 2 박막트랜지스터(TFT-1, TFT-2)는 턴-오프(turn-off) 된다. 상기 제 1 박막트랜지스터(TFT-1)가 턴-오프

(tufn-off) 되면 상기 화소전극으로 공급된 데이터 신호는 킥백전압(ㅿVp) 만큼의 전압강하가 발생하게 된다.

또한, 상기 제 2 박막트랜지스터(TFT-2)의 소스 및 드레인 단자로 공급된 공통전압(Vcom)도 도 5에 도시된 바와 같이,

상기 킥백전압(ㅿVp) 만큼의 전압강하(ㅿVcom)가 발생하게 된다.

결국, 상기 화소전극에 공급된 데이터 신호에서 발생한 킥백전압(ㅿVp)과 상기 제 2 박막트랜지스터(TFT-2)로 공급된

공통전압(Vcom)에서 발생한 전압강하(ㅿVcom)가 서로 동일해지므로 상기 킥백전압(ㅿVp)이 상쇄된다.

이로인해, 상기 화소전극으로 공급된 데이터 신호는 상기 복수의 게이트라인(GL1 ~ GLn)으로 공급된 게이트 하이 전압

(VGH)이 게이트 로우 전압(VGL)으로 변경되는 순간에 발생하는 킥백전압(ㅿVp)이 상쇄되어 종래의 액정패널에서 발생

한 플리커와 같은 화질저하가 발생하지 않는다.

본 발명에 따른 액정패널(102)은 화소영역 각각에 제 1 및 제 2 박막트랜지스터(TFT-1, TFT-2)를 구비함으로써 킥백전

압(ㅿVp)을 방지하여 플리커를 방지할 수 있는 한편, 상기 화소영역 각각에 상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터(TFT-1,

TFT-2)를 구비함에 따라 개구율이 감소하게 되는 문제점이 발생하게 되었다.

따라서, 상기 화소영역의 개구율을 감소시키지 않으면서 상기 킥백전압(ㅿVp)을 방지할 수 있는 액정표시장치에 대한 연

구가 초래된다.

도 6은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정패널을 상세히 나타낸 도면이다.

도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정패널(202)은 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)과 상기

제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)과 교차로 배열된 제 1 내지 제 4 데이터라인(DL1 ~ DL4)과, 상기 제 1 내지 제

3 게이트라인(GL1 ~ GL3)과 평행하게 배열된 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)을 포함한다. 또한, 상기 액정패

널(202)에는 상기 제 1 내지 제 4 데이터라인(DL1 ~ DL4)과 평행한 더미 공통전압라인(200)이 배열된다.

상기 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)은 일예로, 상기 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)과 동일 공정을

통해 형성되고, 상기 더미 공통전압라인(200)은 상기 제 1 내지 제 4 데이터라인(DL1 ~ DL4)과 동일 공정을 통해 형성된

다.

상기 액정패널(202)은 제 1 및 제 2 기판과, 상기 제 1 및 제 2 기판 사이에 주입된 액정으로 이루어져있다.

상기 더미 공통전압라인(200)은 상기 제 1 데이터라인(DL1)의 좌측에 위치하며 상기 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~

GL3)과 교차로 배열되어 더미 화소영역(Pd)을 정의한다.

즉, 상기 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)과 상기 제 1 내지 제 4 데이터라인(DL1 ~ DL4)은 복수의 화소영역(P)

을 정의하고 상기 더미 공통전압라인(200)과 상기 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)은 복수의 더미 화소영역(Pd)

을 정의한다.

상기 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)과 상기 더미 공통전압라인(200)으로 정의되는 복수의 더미 화소영역(Pd)에

는 상기 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)과 상기 더미 공통전압라인(200)의 교차부에 제 1 박막트랜지스터(TFT-

1)와 상기 제 1 박막트랜지스터(TFT-1)와 전기적으로 연결되어 있는 화소전극(미도시)이 형성된다. 또한, 상기 더미 화

소영역(Pd)에는 제 1 스토리지 캐패시터(Cst-1)가 형성된다.

상기 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)과 상기 제 1 내지 제 4 데이터라인(DL1 ~ DL4)으로 정의되는 복수의 화소

영역(P)에는 상기 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)과 상기 제 1 내지 제 4 데이터라인(DL1 ~ DL4)의 교차부에 제

2 박막트랜지스터(TFT-2)와 상기 제 2 박막트랜지스터(TFT-2)와 전기적으로 연결되어 있는 화소전극이 형성된다. 또

한, 상기 화소영역(P)에는 제 2 스토리지 캐패시터(Cst-2)가 형성된다.
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상기 더미 화소영역(Pd) 상에 형성된 화소전극(미도시)은 상기 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)과 전기적으로

연결되어 있다. 이를 상세히 하면, 상기 더미 화소영역(Pd) 상에 형성된 화소전극으로 공급되는 전압은 상기 화소영역(P)

상에 형성된 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)으로 공급된다.

이때, 상기 더미 공통전압라인(200) 및 상기 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)에는 공통전압(Vcom)이 공급된다.

상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터(TFT-1, TFT-2)는 상기 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)으로 공급되는 게이

트 하이 전압(VGH) 및 게이트 로우 전압(VGL)에 의해 동시에 턴-온/오프(turn-on/off) 된다.

상기 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)으로 게이트 하이 전압(VGH)이 공급되면 상기 더미 화소영역(Pd)에 형성된

제 1 박막트랜지스터(TFT-1)가 턴-온(turn-on)되고 상기 더미 공통전압라인(200)으로 공급된 공통전압(Vcom)은 상기

제 1 박막트랜지스터(TFT-1)로 공급된다.

동시에 상기 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)으로 게이트 하이 전압(VGH)이 공급되면 상기 화소영역(P)에 형성된

제 2 박막트랜지스터(TFT-2)가 턴-온(turn-on)되고 상기 제 1 내지 제 4 데이터라인(DL1 ~ DL4)을 통해 데이터 신호

가 상기 제 2 박막트랜지스터(TFT-2)로 공급된다.

이때, 상기 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)과 상기 더미 공통전압라인(200)에는 서로 동일한 공통전압(Vcom)

이 공급된다.

이어, 상기 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)으로 게이트 로우 전압(VGL)이 공급되면 상기 더미 화소영역(Pd)에

형성된 제 1 박막트랜지스터(TFT-1)가 턴-오프(turn-off)되고 상기 제 1 박막트랜지스터(TFT-1)로 공급된 공통전압

(Vcom)은 상기 제 1 스토리지 캐패시터(Cst-1)로 공급되어 충전된다.

이때, 상기 제 1 박막트랜지스터(TFT-1)는 상기 게이트 하이 전압(VGH)에서 게이트 로우 전압(VGL)으로 바뀌는 순간에

소정의 전압강하가 발생하게 되는데 이는 상기 제 1 스토리지 캐패시터(Cst-1)에 충전된 공통전압(Vcom)에 영향을 미친

다.

즉, 상기 제 1 스토리지 캐패시터(Cst-1)에 충전된 공통전압(Vcom)은 상기 게이트 하이 전압(VGH)에서 게이트 로우 전

압(VGL)으로 바뀌는 순간에 전압강하(ㅿVcom)가 발생하게 된다. 상기 공통전압(Vcom)의 전압강하된 전압(ㅿVcom)은

상기 제 1 박막트랜지스터(TFT-1)와 전기적으로 연결된 화소전극으로 공급된다.

이때, 상기 화소전극은 상기 화소영역(P) 상에 배열된 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)과 전기적으로 연결되어

있기 때문에 상기 화소전극으로 공급된 상기 공통전압(Vcom)의 전압강하된 전압(ㅿVcom)은 상기 제 1 내지 제 3 공통전

압라인(VL1 ~ VL3)으로 공급된다.

상기 공통전압(Vcom)의 전압강하된 전압(ㅿVcom)으로 인해 상기 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)에는 상기

공통전압(Vcom)과 상기 공통전압(Vcom)의 전압강하된 전압(ㅿVcom)의 차이값이 공급된다.

이와 동시에, 상기 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)으로 게이트 로우 전압(VGL)이 공급되면 상기 화소영역(P)에

형성된 제 2 박막트랜지스터(TFT-2) 역시 턴-오프(turn-off)된다.

상기 제 1 내지 제 4 데이터라인(DL1 ~ DL4)을 통해 상기 제 2 박막트랜지스터(TFT-2)로 공급된 상기 데이터 신호는 상

기 제 2 스토리지 캐패시터(Cst-2)로 공급되고 한 프레임 동안 충전된다.

이때, 상기 제 2 박막트랜지스터(TFT-2) 역시 상기 게이트 하이 전압(VGH)에서 게이트 로우 전압(VGL)으로 바뀌는 순

간에 소정의 전압강하가 발생하게 되는데 이는 상기 제 2 스토리지 캐패시터(Cst-2)에 충전된 데이터 신호에 영향을 미친

다.

즉, 상기 제 2 스토리지 캐패시터(Cst-2)에 충전된 데이터 신호는 상기 게이트 하이 전압(VGH)에서 게이트 로우 전압

(VGL)으로 바뀌는 순간에 전압강하(ㅿVp)가 발생하게 된다. 상기 데이터 신호의 전압강하를 킥백전압(ㅿVp)이라고 한다.
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상기 제 2 스토리지 캐패시터(Cst-2)에 공급된 데이터 신호는 상기 킥백전압(ㅿVp)만큼의 전압강하가 발생하며 상기 제

2 스토리지 캐패시터(Cst-2)에는 상기 데이터 신호와 상기 킥백전압(ㅿVp)의 차이값이 한 프레임 동안 충전된다.

상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터(TFT-1, TFT-2)로 게이트 로우 전압(VGL)이 공급되면 상기 제 1 내지 제 3 공통전압

라인(VL1 ~ VL3)과 상기 더미 공통전압라인(200)에는 위에서 언급한 바와 같이, 서로 상이한 전압이 공급된다.

즉, 상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터(TFT-1, TFT-2)로 게이트 로우 전압(VGL)이 공급되면, 상기 더미 공통전압라인

(200)에는 공통전압(Vcom)이 공급되고 상기 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)에는 상기 공통전압(Vcom)과 상

기 공통전압(Vcom)의 전압강하된 전압(ㅿVcom)이 공급된다.

이때, 상기 제 2 스토리지 캐패시터(Cst-2)는 상기 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)과 상기 화소영역(P)에 형성

된 화소전극이 오버랩되어 형성된 것이다. 따라서, 상기 제 2 스토리지 캐패시터(Cst-2)는 상기 제 1 내지 제 3 공통전압

라인(VL1 ~ VL3)으로 공급된 전압값에 영향을 받는다.

결국, 상기 더미 화소영역(Pd)에서 발생한 공통전압(Vcom)의 전압강하된 전압(ㅿVcom)은 상기 화소영역(P)에서 발생한

킥백전압(ㅿVp)과 서로 상쇄되어 종래의 액정패널에서 발생한 플리커와 같은 화질저하를 방지시킬 수 있다.

이를 위해, 상기 더미 화소영역(Pd)에서 발생한 공통전압(Vcom)의 전압강하된 전압(ㅿVcom)은 상기 화소영역(P)에서 발

생한 킥백전압(ㅿVp)과 서로 동일하도록 설정해야 한다.

상기 공통전압(Vcom)의 전압강하된 전압(ㅿVcom)과 상기 킥백전압(ㅿVp)이 동일하여 서로 상쇄되도록 하기 위해서는

일예로, 상기 제 1 박막트랜지스터(TFT-1)의 기생용량(Cgs')과 상기 제 2 박막트랜지스터(TFT-2)의 기생용량(Cgs)의

크기에 따라 결정될 수 있다.

상기 제 1 박막트랜지스터(TFT-1)의 기생용량(Cgs')의 크기는 상기 제 2 박막트랜지스터(TFT-2)의 기생용량(Cgs)와

데이터라인 수의 곱에 의해 결정된다.

이와 같이 상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터(TFT-1, TFT-2)의 기생용량(Cgs', Cgs)의 크기를 결정함에 따라 상기 공통

전압(Vcom)의 전압강하된 전압(ㅿVcom)과 상기 킥백전압(ㅿVp)이 동일해질 수 있다.

상기 더미 화소영역(Pd)과 상기 화소영역(P) 상에 형성된 기생용량(Cgs')의 크기를 조정하여 상기 공통전압의 전압강하된

전압(ㅿVcom)과 상기 킥백전압(ㅿVp)을 동일하게 설정할 수 있다.

결국, 상기 제 1 및 제 2 박막트랜지스터(TFT-1, TFT-2)는 상기 제 1 내지 제 3 게이트라인(GL1 ~ GL3)으로 공급된 게

이트 하이 전압(VGH)이 게이트 로우 전압(VGL)으로 바뀌는 순간 각각 영향을 받게된다.

이로인해, 상기 제 1 스토리지 캐패시터(Cst-1)에 충전된 공통전압(Vcom)은 소정의 전압강하가 발생하게 되고 상기 공통

전압의 전압강하된 전압(ㅿVcom)은 상기 화소영역(P)의 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)으로 공급된다.

상기 화소영역(P)의 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)으로 공급된 공통전압(Vcom)의 전압강하된 전압(ㅿVcom)

으로 인해 상기 제 1 내지 제 3 공통전압라인(VL1 ~ VL3)에는 상기 공통전압(Vcom)과 상기 공통전압(Vcom)의 전압강

하된 전압(ㅿVcom)의 차이값이 공급된다.

또한, 상기 제 2 스토리지 캐패시터(Cst-2)에 충전된 데이터 신호는 상기 킥백전압(ㅿVp)만큼의 전압강하가 발생하게 된

다. 상기 제 2 스토리지 캐패시터(Cst-2)에 충전된 데이터 신호는 상기 킥백전압(ㅿVp)을 뺀 차이값이다.

상기 킥백전압(ㅿVp)과 상기 공통전압의 전압강하된 전압(ㅿVcom)은 서로 동일하여 상쇄된다.

따라서, 본 발명에 따른 액정패널은 종래의 액정패널에서 발생한 플리커와 같은 화질저하를 개선하고 화질을 향상시킬 수

있게된다. 또한, 화소영역 내부에 하나의 박막트랜지스터가 존재하므로 개구율이 향상될 수 있다.

발명의 효과
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이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명에 따른 액정패널은 화소영역 이외에 더미 화소영역을 정의하고 상기 더미 화소영역

및 화소영역 내부에 하나의 박막트랜지스터를 구비하여 상기 더미 화소영역 상에서 발생한 공통전압(Vcom)의 전압강하

된 전압(ㅿVcom)을 이용해서 상기 화소영역 상에서 발생한 킥백전압(ㅿVp)을 상쇄하여 종래의 액정패널에서 발생한 플

리커를 방지하여 화질을 향상시키고 상기 화소영역 내부에 하나의 박막트랜지스터를 구비함으로써, 개구율을 향상시킬 수

있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 액정표시장치를 나타낸 도면.

도 2는 도 1의 액정패널에 인가되는 전압을 나타낸 파형도.

도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정패널을 구비한 액정표시장치를 나타낸 도면.

도 4는 도 3의 액정패널을 상세히 나타낸 도면.

도 5는 도 3의 액정패널에 인가되는 전압을 나타낸 파형도.

도 6은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정패널을 상세히 나타낸 도면.

도면

도면1
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도면2

도면3

도면4
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도면5

도면6
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专利名称(译) 液晶面板

公开(公告)号 KR1020070071322A 公开(公告)日 2007-07-04

申请号 KR1020050134661 申请日 2005-12-30

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 SHIN HYUNG BEOM
신형범
KIM HONG SIK
김홍식

发明人 신형범
김홍식

IPC分类号 G02F1/133

CPC分类号 G09G2320/0247 G09G2300/0842 G09G2300/0814 G09G3/3648 G09G2320/0219 G09G2300/0819 
G09G3/3655

其他公开文献 KR101256665B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

公开了一种改善图像质量的液晶面板，反冲电压（ㅿVp）降低。根据本
发明的液晶面板包括限定多个像素区域的多条栅极线和虚拟公共电压
线，其限定多个虚设像素区域，其具有多条栅极线，并且形成在多条数
据线的左侧并行地在多条数据线上布置多条数据线，多条公共电压线与
多条栅极线平行排列，薄膜晶体管形成在多个像素区域上，第二薄膜晶
体管形成在多个虚设像素区域上。反冲电压（ㅿVp），薄膜晶体管和像
素区域。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/7fda8519-659d-4b5c-8f61-2bb90ea548a9
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038214181/publication/KR20070071322A?q=KR20070071322A

